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Abstract (en)
[origin: WO9102229A1] A thermopile radiation detector comprises thermoelements developed on a silicon chip. The silicon chip is made by
micromechanical processes used in the manufacture of integrated circuits. An originally relatively thick, plate-shaped silicon chip (1) is pared
down, leaving a relatively thick border (2) and a relatively thin, meander- or spiral-shaped strip (3) joined at one end (13) only to the border (2). The
so-called "cold" thermocontacts are located on the border (2) of the chip (1) in the region of the end (13) of the strip (3) and the so-called "hot"
thermocontacts are located on the other, free end (14) of the thin strip (3). As a result of this construction, a relatively large thermoelectric signal is
produced for a given infrared radiation even for a relatively small chip surface.

Abstract (fr)
Un détecteur de rayonnement a thermopiles comprend des thermoéléments formés sur une puce de silicium. Celle-ci est réalisée par des procédés
micromécaniques utilisés dans la fabrication des circuits intégrés. Une puce de silicium (1) en forme de plaquette, initialement relativement épaisse
subit un enlevement de matiére, ce qui laisse une bordure relativement épaisse (2) et une bandelette (3) sinueuse ou spiralée relativement mince
qui est articulée uniqguement par son extrémité (13) a la bordure (2). Les thermocontacts dits "froids" sont situés sur la bordure (2) de la puce (1)
dans la région de I'extrémité (13) de la bandelette (3) et les thermocontacts dits "chauds" sont situés sur I'autre extrémité libre (14) de la bandelette
mince (3). Cette configuration permet de produire un signal thermoélectrique relativement important pour un rayonnement infrarouge donné, méme
pour une surface de puce relativement faible.
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